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その諸特性について考察を行っている o 次 i乙，多層構造を用いたサブミクロンパターン形成方法とその
応用例としてマイクロブリッジ形ジョセフソンデバイスの作製およびその特性結果について述べている口



















(3) 電子ビーム直接露光において重要な因子である位置合せマークの検出について詳しく研究し， 1 0 






(5) 電子ビーム露光技術の応用として，短チャンネノレ効果の少ないサブミクロンゲート MOS トランジ
スタを作りうる乙と， 3 層構造を用いるととにより良好な特性のマイクロブリッジ形ジョセフソンデ
バイスが作製できる乙とを実証している。
以上述べたように本論文は半導体集積回路の徴細加工に用いられる電子ビーム露光技術に関する多く
の新知見を含み半導体工学に寄与する所が大きい。よって本論文は学位論文として価値あるものと認め
る。
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